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요약

본 발명은 박막형 전계 발광소자에 관한 것으로 기존에 사용되었던 유리(Glass)나 세라믹(Ceramic)기판을 대신하여 
PC(Poly Carbonate), PET(Poly Ethylene Terephehalate), Polyimid 등의 플라스틱재질의 수지계기판을 사용하여 
박막형 전계발광 표시소자를 구현함으로써 소자의 중량을 획기적으로 줄일 수 있으며, 소자의 파손 위험을 없앤 플라스
틱(Plastic) 박막형 전계발광소자 및 그 제조방법에 관한 것으로, 열변형 온도가 150℃ 이상되는 열처리된 PET(Poly 
Ethylene Terephehalate)(Heat treatment Polyester), 폴리이미드, 폴리 에칠 이미드(PEI: Poly Ethyl Imid) 등
의 플라스틱기판의 유기 물질 및 대기상의 오염물질을 제거하기 위하여 중성세제 → 초순수(水)→ 알콜→초 순수(水) 
순으로 초음파 세척을 실시 한 후 수분을 완전히 제거하는 소재세척 단계와, 상기 소재세척 단계에서 세척한 소재를 진
공 Chamber 장입하여 진공조의 내부압력이 1×10 -6 torr 이하의 진공도가 되도록 배기 한 다음, 플라즈마이온빔(10
2)에 아르곤(Ar) 및 산소(O 2 ) 가스를 80:20비로 유량조절기(103)통하여 흘려 보내어 아르곤과 산소가 혼합된 플라
즈마를 형성하여 잔류수분제거 및 표면거칠기를 향상시키기 위하여 플라즈마 처리를 5∼10분 정도의 시간으로 실시하
는 전처리 단계와, 상기와 같은 플라즈마를 통하여 전처리된 플라스틱기판에 금속전극형성용 메탈새도우마스크(Meta
l Shadow Mask)를 상기의 플라스틱기판과 정렬하여 1000Å의 두께로 스트립(Stripe)상의 금속전극을 형성하는 금
속전극형성 단계와, 금속전극의 상부에 플라즈마이온빔인 보조 전자빔을 이용한 다층박막 증착법을 통하여 3000Å-5
000Å두께의 SiO2 , Ta 2O5의 하부절연층을 형성하는 단계와, 상기 하부절연층상에 5000Å-7000Å 정도의 두께로 
발광층을 형성하는 단계와, 상기의 발광막의 상부에 상기의 하부절연층의 형성공정과 동일한 방법으로 상부절연층을 형
성하는 단계와,상기의 금속전극과 직교되도록 투명전극을 형성하여 소자를 완성하는 단계로 플라스틱(Plastic) 박막형 
전계발광소자를 완성한다.

대표도
도 5
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명세서

도면의 간단한 설명

도1은 종래 박막형전계발광소자의 구성상태 예시도.

도2는 본 발명을 실시하기위한 제조장치의 구성을 예시한 개략도.

도3은 본 발명을 실시하기위한 소재반입도가니 구성을 예시한 개략도.

도4는 본 발명을 실시하는 공정단계 예시도로서,

A내지C는 하부전극인 ITO(Imdium-Tim-Oxide)투명전극형성단계 예시 도.

D내지E는 하부절연층형성단계 예시도.

F는 발광층형성단계 예시도.

G내지H는 상부절연층형성단계 예시도.

I는 상부 금속전극형성단계 예시도.

도5는 본 발명의 구성상태 예시도.

♣ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ♣

11: 플라스틱기판. 12: 금속전극.

13: 하부절연층. 14: 발광층.

15: 상부절연층. 16: 투명전극

13a,15a: SiO 2. 13b,15b: Ta 2O5.

20: 메탈새도우마스크.

100: 챔버. 101: 다층박막증착용전자빔. 102: 플라즈마이온빔.

103: 유량조절기. 104: 할로겐히터. 105: 전자빔셔터.

106: 두께보정판. 107: 두께측정기. 108: 기판지지대.

109: 마스크자동체결장치. 110: 마스크자동이탈장치.

111: 진공펌프.

120: 소재반입도가니. 121: 반입홈.

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막형 전계 발광소자에 관한 것으로 기존에 사용되었던 유리나 세라믹기판을 대신하여 PC(Poly Carbona
te), PET(Poly Ethylene Terephehalate), Polyimid 등의 플라스틱재질의 수지계 기판을 사용하여 박막형 전계발광 
표시소자를 구현함으로써, 소자의 중량을 획기적으로 줄일 수 있으며, 소자의 파손 위험을 없앤 플라스틱(Plastic) 박
막형 전계발광소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

지난 수년간 급속히 발전하고 있는 정보화시대의 필수적인 정보표시장치의 대형화, 경량화 및 고 선명화 추세에 따라서 
무게와 부피가 필연적으로 커질 수밖에 없는 기존의 CTR를 대치 할 수 있는 새로운 평판형 표시장치의 개발이 요구되
고 있다.

    
이러한 평판 표시창으로서 이미 상용화되어 있거나 가능성을 보이고 있는 액정표시소자(LCD: Liguid Crystal Displa
y), 플라즈마표시소자(PDP: Plasma Display Panel), TFELD, 전계방출표시소자(FED: Field Emission Display)중
에서 특히 이미 소형 총천연색(Full Color) 평판디스플레이(FPD: Flat Panel Display)로 개발되어 최근에 각광을 받
고 있는 AM 액정표시소자(LCD: Liguid Crystal Display)는 해상도와 응답속도에 많은 문제점이 상존 할 뿐만아니라 
특히 대형화 단계에서 많은 문제점이 대두되고 있다. 그러나 박막형 전계발광소자는 자발광형 표시소자로서 탁월한 시
감효과를 가질 뿐 아니라 면적을 대형화 하기가 용이하고, 수 μs 정도의 빠른 응답속도와 소자제작 전공정이 박막형성 
공정이기 때문에 소자 제작에 용이성 등 많은 장점을 갖추고 있어 현재 미국, 일본, 핀란드 등에서는 각종 군사 장비 및 
의료기기의 표시장치 및 정밀도가 요구되는 정밀계측기기의 표시장치로서 다양하게 이용되고 있다.
    

현재 세계 최대의 박막형 전계발광 표시소자 제조업체인 미국의 플래너(Planar)사는 4인치급의 총천연색박막형 전계
발광표시소자(Full Color AMEL Display)까지 생산하고 있으며, 최대화면 Size 18인치에 이르는 박막형 전계 발광소
자를 생산하고 있다.

그러나 종래의 박막형 전계발광소자의 경우, 첨부도면 제1도에서와 같이 종래의 박막형 전계발광 표시소자는 유리기판
이나 세라믹(Ceramic)기판(1)위에 ITO(Imdium-Tim-Oxide)등의 투명전극(2)이 스트립(Strip)등의 직선형태로 
패터닝(Pettering)되고, 그 상부에 하부절연막(3)을 증착한 뒤 그 상부에 발광층(4)이 증착되고, 상기 발광층의 상부
에 상부절연막(5)을 증착한다.

상기 상부절연막의 상부에는 금속 전극(6)을 스트립(Stripe)상의 직선 패턴으로 형성하여 양전극에 선택적으로 교류
전압을 인가하여 발광층을 발광시키게 된다.

그런데 이와같은 구조를 갖는 종래의 박막형 전계발광 표시소자의 기판은 유리(Glass)나 세라믹(Ceramic)재질이기 
때문에 제품의 파손위험이 크고, 유연성 떨어지며, 유리 기판의 특성상 플라스틱(Plastic) 보다 중량이 큰 문제점이 있
다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

플라스틱기판위에 박막형 전계발광표시소자를 형성함에 있어서, 가장 큰 기술적인 과제는 발광층의 형성시 발광층의 발
광효율을 향상시키기 위하여 200∼400℃에 이르는 고온으로 기판을 가열하거나, 진공 열처리를 통한 결정성 향상을 
위한 공정에 견딜수 있는 플라스틱기판재료를 제작하는 것이 거의 불가능하였고, 특히 이러한 200∼400℃정도까지 견
디는 내열 플라스틱의 가격이 고가인점 때문에 실제로 박막형전계발광 표시소자에 적용하기가 불가능하였다.

이와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명에서는 종래의 발광층 형성시에 온도를 200∼400℃ 정도의 고온으로 증착
하지 않고 발광막의 발광효율에 직접적으로 영향을 주는 발광층의 결정성을 향상시키기위하여 전자빔 다층박막 증착장
비에 플라즈마이온소스를 설치하여 발광층 형성시 플라즈마 처리를 하여 수지가 변형되지 않는 공정온도에서 플라스틱
(Plastic)위에 박막형 전계발광 표시소자를 구현 할 수 있다.
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이에 본 발명은 수지계기판위에 박막형 전계발광소자를 구현하여 파손의 위험이 없고, 소자의 중량을 종래의 박막형 전
계발광소자의 1/3이하로 줄일 수 있어 움직이는 정보통신 컴퓨터인 스마트 폰 및 Wearable 폰(의복형 착용가능 컴퓨
터: 손목시계 형, 허리띠 형, 이어폰 형, 포켓 형) 등의 차세대의 정보통신 단말기에 활용 할 수 있는 Plastic 박막형 전
계발광 표시소자를 구현하는 제조기술을 제공하는데 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 박막형 전계 발광소자를 기존에 사용되었던 유리나 세라믹기판을 대신하여 P
C(Poly Carbonate), PET(Poly Ethylene Terephehalate), Polyimid 등의 플라스틱(Plastic)재질의 수지계 기판을 
사용하여 박막형 전계발광 표시소자를 구현함으로써 소자의 중량을 획기적으로 줄일 수 있으며, 소자의 파손 위험을 없
앤 플라스틱(Plastic) 박막형 전계발광소자를 개발하였다.

즉, 열변형 온도가 150℃ 이상 되도록 열처리한 PET(Poly Ethylene Terephehalate)(Heat treatment Polyester), 
폴리이미드, 폴리에칠이미드(PEI: Polyethylimid)등의 플라스틱기판(11)상의 유기 물질 및 대기상의 오염물질을 제
거하기 위하여 중성세제 → 초순수(水)→ 알콜→초 순수(水) 순으로 초음파 세척을 실시 한 후 수분을 완전히 제거하는 
단계와, 진공챔버에 장입하여 진공조의 내부압력이 1×10-6 torr 이하의 진공도가 되도록 배기 한 다음, 플라즈마이온
빔(102)에 아르곤(Ar) 및 산소(O 2 ) 가스를 80:20비로 유량조절기(103)통하여 흘려 보내어 아르곤과 산소가 혼합된 
플라즈마(Plasma)를 형성하여 잔류수분제거 및 표면 거칠기를 향상시키기 위하여 플라즈마처리를 5∼10분 정도의 시
간으로 실시하는 전처리 단계와, 상기와 같은 플라즈마를 통하여 전처리된 플라스틱기판에 금속전극형성용 메탈새도우
마스크(Metal Shadow Mask)(20)를 상기의 플라스틱기판(11)위에 정렬하여 1000Å의 두께로 스트립(Stripe)상의 
금속전극(12)을 형성하는 금속전극형성 단계와, 금속전극(12)의 상부에 플라즈마이온소스(Plasma ion source) 보조 
전자빔 다층박막 증착법을 통하여 3000Å-5000Å두께의 SiO 2 , Ta 2O5의 하부절연층(13)을 형성하는 단계와, 상기 
하부절연층(13)위에 180℃ 이하의 온도에서 플라즈마이온빔(102)에 아르곤 가스를 주입하고 플라즈마처리를 실시하
여 5000Å-7000Å 정도의 두께로 발광층(14)을 형성하는 단계와, 상기의 발광층(14)의 상부에 상기의 하부절연층(
13)의 형성공정과 동일한 방법으로 상부절연층(16)을 형성하는 단계와, 상기의 금속전극(12)과 직교되도록 투명전극
(16)을 형성하여 소자를 완성하는 단계로 플라스틱기판위에 형성한 금속전극 위의 절연층이 SiO2및 Al2O3등의 산화
물 및 Si3N4및 SiON등의 질화물로 이루어진 플라스틱(Plastic) 박막형 전계발광소자를 얻게된다.

여기서상기의 발광층의 재료로서는 ZnS에 발광중심으로 Mn이 0.5-1.4wt％ 정도로 첨가된 ZnS: Mn, ZnS에 발광중
심으로 TbF3가 0.5mol％-2.0mol％ 정도 첨가된 ZnS:Tb, F 및 ZnS에 발광중심으로 SmCl 3가 첨가된 ZnS:Sm, Cl 
등을 사용하며, 상기 플라즈마 처리시 플리즈마 에너지는 약350eV-400eV를 갖도록 유지한다.

이와같은 본발명을 실시하기위한 전자빔 다층박막 증착장비인 진공챔버(100)에 내부를 플라즈마 분위기로 만들어주는 
플라즈마이온소스(Plasma ion source)인 플라즈마이온빔(1020를 설치한 장비의 개략적인 형태를 도2에 도시하였다.

이하 본 발명에 의한 플라스틱 박막형 전계발광소자의 제작하는 실시예를 도2, 내지 도5에 의거하여 보다 상세하게 설
명한다.

열변형 온도가 150℃ 이상되는 열처리된 PET(Poly Ethylene Terephehalate)(Heat treatment Polyester), 폴리
이미드, 폴리 에칠 이미드(PEI: Polyethylimid) 등의 플라스틱기판(11)의 유기 물질 및 대기상의 오염물질을 제거하
기 위하여 중성세제 → 초순수(水)→ 알콜→초 순수(水) 순으로 초음파 세척을 실시 하고 수분을 완전히 제거한 후, 진
공 챔버(100)에 장입하여 진공쳄버(100) 내부압력이 1×10 -6 torr 이하의 진공도가 되도록 배기펌프(111)로 배기 
한 다음, 도2에 도시된 플라즈마이온빔(102)에 아르곤(Ar) 및 산소(O 2 ) 가스를 80:20비로 유량조절기(103)통하여 
흘려 보내어 아르곤과 산소가 혼합된 플라즈마를 형성하여 잔류수분 및 표면거칠기를 향상시키기 위하여 플라즈마 처
리를 5∼10분 정도의 시간으로 실시한다. 이러한 플라스틱기판(11) 표면의 플라즈마 처리는 기존의 기판으로 사용되
는 유리나 세라믹 기판보다 표면의 미세거칠기의 정도가 심한 플라스틱 표면을 평탄화해 주는 효과가 있는 공정으로 플
라스틱 박막형 전계발광 표시소자의 신뢰성에 많은 영향을 주는 공정이므로 기판으로 사용되어지는 플라스틱의 종류에 
따라서 사용되는 가스의 종류, 가스의 양 및 전처리 시간 등에 대하여 사전에 공정조건을 형성하여야 한다.

상기와 같은 플라즈마를 통한 플라스틱기판(11)의 전처리 공정이 끝나면 도4에 도시된 금속전극형성용 메탈새도우마
스크(20)를 상기의 플라스틱기판(11)과 정렬하여 1000Å의 두께로 Stripe상의 금속전극(12)을 형성한다.

 - 4 -



공개특허 특2002-0076849

 
다음으로 상기 금속전극(12)패턴 형성에 사용되었던 메탈새도우마스크(20)를 도2의 도시된 마스크자동이탈장치(11
0)를 통하여 메탈새도우마스크(20)를 제거한 후 금속전극(12)의 상부에 하부절연층(13)을 형성한다. 하부절연층(1
3) 증착공정은 스퍼터링 장치를 이용한 스퍼터링법이나, 전자빔 증착장비를 이용한 반응성 증착법, CVD법을 통하여 
형성할 수 있으나, 본 발명에서는 상기의 플라즈마이온소스 보조전자빔인 플라즈마이온빔(102)을 이용한 보조 전자빔 
다층박막 증착법을 통하여 3000Å-5000Å두께의 SiO 2 , Ta 2O5의 하부절연층(13)을 형성하였다. 상기 하부절연층(
13)위에 5000Å-7000Å 정도의 두께로 발광층(14)을 형성한다.

여기서 발광층(14)의 형성시 공정조건은 플라스틱기판(11)을 열변형 방지하기 위하여 공정온도를 180℃ 이하로 유지
하여야 하며, 플라즈마이온빔(102)에 아르곤 가스를 첨부도면 유량조절기(103)를 통하여 주입하여 플라즈마를 형성
한 후 플라즈마처리를 실시한다.

이때 과도한 플라즈마 에너지는 기판 및 기 증착되어진 박막을 손상시킬 우려가 있으므로 발광층을 효과적으로 결정화 
시킬 수 있는 공정조건을 사전에 결정하여야 한다.

본 발명에서는 플리즈마 에너지가 약 350eV-400eV를 갖도록 유지하였다. 상기의 발광층(14)의 재료로서는 ZnS에 
발광중심으로 Mn이 0.5-1.4wt％ 정도로 첨가된 ZnS: Mn, ZnS에 발광중심으로 TbF 3가 0.5mol％-2.0mol％ 정도 
첨가된 ZnS:Tb, F 및 ZnS에 발광중심으로 SmCl 3가 첨가된 ZnS:Sm, Cl 등을 사용할 수있다.

상기와 같은 공정조건으로 발광층(14)을 형성 한 후, 상기 발광층(14)의 상부에 상기의 하부절연층(13)의 형성공정과 
동일한 방법으로 상부절연층(15)을 형성 한 후, 상기의 금속전극(12)과 직교되도록 투명전극(16)을 형성하여 소자를 
완성한다.

    발명의 효과

    
상기한 본 발명은 박막형 전계 발광소자를 기존에 사용되었던 유리나 세라믹기판을 대신하여 PC(Poly Carbonate), P
ET(Poly Ethylene Terephehalate), Polyimid 등의 플라스틱재질의 수지계기판을 사용하여 플라스틱(Plastic) 박막
형 전계발광소자 및 그 제조방법구현하여 파손의 위험이 없고, 소자의 중량을 종래의 박막형 전계발광소자의 1/3이하로 
줄일 수 있어 움직이는 정보통신 컴퓨터인 스마트 폰 및 Wearable 폰(의복형 착용가능 컴퓨터: 손목시계 형, 허리띠 
형, 이어폰 형, 포켓 형) 등의 차세대의 정보통신 단말기에 활용 할 수 있는 매우 획기적인 발명이다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

열변형 온도가 150℃ 이상 되도록 열처리한 PET(Poly Ethylene Terephehalate)(Heat treatment Polyester), 폴
리이미드, 폴리에칠이미드(PEI: Polyethylimid)등의 플라스틱기판(11)상의 유기 물질 및 대기상의 오염물질을 제거
하기 위하여 중성세제 → 초순수(水)→ 알콜→초 순수(水) 순으로 초음파 세척을 실시 한 후 수분을 완전히 제거하는 
소재세척 단계와,

상기 소재세척 단계에서 세척한 소재를 진공챔버에 장입하여 진공조의 내부압력이 1×10-6 torr 이하의 진공도가 되도
록 배기 한 다음, 플라즈마이온빔(102)에 아르곤(Ar) 및 산소(O 2 ) 가스를 80:20비로 유량조절기(103)통하여 흘려 
보내어 아르곤과 산소가 혼합된 플라즈마(Plasma)를 형성하여 잔류수분제거 및 표면 거칠기를 향상시키기 위하여 플
라즈마처리를 5∼10분 정도의 시간으로 실시하는 전처리 단계와,

상기와 같은 플라즈마를 통하여 전처리된 플라스틱기판에 금속전극형성용 메탈새도우마스크(Metal Shadow Mask)(
20)를 상기의 플라스틱기판(11)위에 정렬하여 1000Å의 두께로 스트립(Stripe)상의 금속전극(12)을 형성하는 금속
전극형성 단계와,
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금속전극(12)의 상부에 플라즈마이온소스(Plasma ion source) 보조 전자빔 다층박막 증착법을 통하여 3000Å-50
00Å두께의 SiO2 , Ta 2O5의 하부절연층(13)을 형성하는 단계와,

상기 하부절연층(13)위에 180℃ 이하의 온도에서 플라즈마이온빔(102)에 아르곤 가스를 주입하고 플라즈마처리를 실
시하여 5000Å-7000Å 정도의 두께로 발광층(14)을 형성하는 단계와,

상기의 발광층(14)의 상부에 상기의 하부절연층(13)의 형성공정과 동일한 방법으로 상부절연층(16)을 형성하는 단계
와,

상기의 금속전극(12)과 직교되도록 투명전극(16)을 형성하여 소자를 완성하는 단계로 이루어짐을 특징으로하는 플라
스틱(Plastic) 박막형 전계발광소자 제조방법.

청구항 2.

열변형 온도가 150℃ 이상 되도록 열처리한 PET(Poly Ethylene Terephehalate)(Heat treatment Polyester), 폴
리이미드, 폴리에칠이미드(PEI: Polyethylimid)등의 플라스틱기판(11)상의 유기 물질 및 대기상의 오염물질을 제거
하기 위하여 중성세제 → 초순수(水)→ 알콜→초 순수(水) 순으로 초음파 세척을 실시 한 후 수분을 완전히 제거하는 
단계와,

진공챔버에 장입하여 진공조의 내부압력이 1×10-6 torr 이하의 진공도가 되도록 배기 한 다음, 플라즈마이온빔(102)
에 아르곤(Ar) 및 산소(O 2 ) 가스를 80:20비로 유량조절기(103)통하여 흘려 보내어 아르곤과 산소가 혼합된 플라즈
마(Plasma)를 형성하여 잔류수분제거 및 표면 거칠기를 향상시키기 위하여 플라즈마처리를 5∼10분 정도의 시간으로 
실시하는 전처리 단계와,

상기와 같은 플라즈마를 통하여 전처리된 플라스틱기판에 금속전극형성용 메탈새도우마스크(Metal Shadow Mask)(
20)를 상기의 플라스틱기판(11)위에 정렬하여 1000Å의 두께로 스트립(Stripe)상의 금속전극(12)을 형성하는 금속
전극형성 단계와,

금속전극(12)의 상부에 플라즈마이온소스(Plasma ion source) 보조 전자빔 다층박막 증착법을 통하여 3000Å-50
00Å두께의 SiO2 , Ta 2O5의 하부절연층(13)을 형성하는 단계와,

상기 하부절연층(13)위에 180℃ 이하의 온도에서 플라즈마이온빔(102)에 아르곤 가스를 주입하고 플라즈마처리를 실
시하여 5000Å-7000Å 정도의 두께로 발광층(14)을 형성하는 단계와,

상기의 발광층(14)의 상부에 상기의 하부절연층(13)의 형성공정과 동일한 방법으로 상부절연층(16)을 형성하는 단계
와,

상기의 금속전극(12)과 직교되도록 투명전극(16)을 형성하여 소자를 완성하는 단계로 플라스틱기판위에 형성한 금속
전극 위의 절연층이 SiO2및 Al2O3등의 산화물 및 Si3N4및 SiON등의 질화물로 이루어짐을 특징으로하는 플라스틱(
Plastic) 박막형 전계발광소자.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기의 발광층의 재료로서는 ZnS에 발광중심으로 Mn이 0.5-1.4wt％ 정도로 첨가된 ZnS: Mn, ZnS에 발광중심으로 
TbF3가 0.5mol％-2.0mol％ 정도 첨가된 ZnS:Tb, F 및 ZnS에 발광중심으로 SmCl 3가 첨가된 ZnS:Sm, Cl 등을 사
용함을 특징으로하는 플라스틱(Plastic) 박막형 전계발광소자 제조방법.

청구항 4.
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제1항에 있어서,

상기 플라즈마 처리시 플리즈마 에너지가 약350eV-400eV를 갖도록 유지함을 특징으로 하는플라스틱(Plastic) 박막
형 전계발광소자 제조방법.

도면
도면 1

 - 7 -



공개특허 특2002-0076849

 
도면 2

도면 3
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도면 4a

도면 4b

도면 4c

도면 4d
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도면 4e

도면 4f

도면 4g

도면 4h
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도면 4i

도면 5
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专利名称(译) 塑料薄膜电致发光器件及其制造方法
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[标]申请(专利权)人(译) JEON YOUNG KUK
英国前
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[标]发明人 JEON YOUNG KUK
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代理人(译) 韩，勇俊

外部链接 Espacenet

摘要(译)

代替玻璃的（玻璃）或陶瓷本发明（陶瓷）基板是在现有的使用涉及一
种薄膜EL装置中使用的塑料材料，例如PC（聚碳酸酯），PET（聚乙烯
Terephehalate），聚酰亚胺的树脂制的仪表板并通过实现薄膜电致发光
显示装置，并大幅度降低了装置的重量，热处理塑料消除装置（塑料）
的薄膜电致发光器件的损坏风险，并涉及制造一样，超过150℃的热变形
温度的一个方法的PET（聚乙烯Terephehalate）（热处理聚酯），聚酰
亚胺，聚echil酰亚胺：温和的洗涤剂→超纯水（水）至（PEI聚乙基
IMID），以除去有机物质和污染物在塑料基片的气氛，例如一个→醇→超
纯水（水）中，然后进行超声波清洗在小料的顺序在洗涤步骤中，洗涤
步骤，其中所述材料以除去水分洗涤真空室充电用尽低于1×10 -6乇的真
空度的真空室的内部压力，然后，氩（Ar）和氧等离子体的离子束
（102）的80（O 2）气体流量比：20，以控制（和103），以通过在为
了提高除去残留的水分和表面粗糙度通过进行约5〜10分钟进行的预处理
步骤，形成氩气和氧气的混合物的等离子体发送等离子体处理流动时，
通过等离子体处理前，如和金属电极形成步骤中，与用于在带材（条带）形成金属电极的厚度为1000，等离子体离子束与金属电极
的顶部形成塑料衬底的塑料基板的金属电极的金属荫罩（金属荫罩）对准通过使用辅助电子束的多层薄膜沉积方法形成厚度为
3000A至5000A的SiO2和Ta2O5的下绝缘层，通过与形成下绝缘层相同的方法在发光层的上部形成上绝缘层;通过形成透明电极来
完成塑料薄膜电致发光器件以完成器件。 五   - 1 -
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